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OEM: Texas Instruments Transistor 2N918 Datasheet

s - . 2N918
NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor
Fir VHF- und UHF-Verstéarker- und Oszillatoranwendungen
bis zum GHz-Bereich
Niedrige Rauschzahl — typ 3 dB bei 60 MHz
Hohe neutralisierte Leistungsverstarkung — typ 18 dB bei 200 MHz
Hohe Oszillator-Ausgangsleistung — typ 50 mW bei 500 MHz
Geringe Kollektor-Basis-Zeitkonstante — typ 8 ps
* Mechanische Daten
Mafie in mm 10-12
5,08 bis 4,32
0,76 M- --mbhw @
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12,7 min

* Absolute Grenzwerta
Kollektor-Basis-Spannung 30V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 15V
Emitter-Basis-Spannung 3V
Kollektorstrom 50 ma,
Gesamtverlustleistung bei (oder darunter) To = 25 °C (Bem. 2) 200 mwW
Gesamtveriustieistung bel (oder darunter) Tg = 256 °C (Bem. 3) 300 mw
Kollektor-Sperrschichttemperatur 200 °C
Lagerungs-Temperaturbereich —E5 °C bis +200°C

Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2, Lineare Abnahme bis Ty = 200 *C mit 1,14 mW/°C.

3. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 1,71 mW/°C.,

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungent min typ max Einh.

Umnrycpo Kollektor-Basis- lg =1 pA, g =0 30 W
Durchbruchspannung

Uieryceo Kollektor-Emitter- lg=3ma, Ig=0 15 v
Durchbruchspannung

Uier)ero Emitter-Basis- lg=10 pA, lg=10 3 W
Durchbruchspannung

lepo Kollekior-Basis- Ugg =15V, Ig=0 0 nA
Reststrom Ugp =15V, Ig=0, Ty = 180°C 1 A

hre Gleichstromverstarkung Ugg =1V, lg=3mA 20

Upe Basis-Emitterspannung lg=1maA, lg= 10 mA 1.0 V¥

Ucgaty Kollektor-Emitter- lg=1mA, Ilgc=10mA 04 v
Restspannung

| hanel Betrag der KurzschiuB- Ugg = 10V, Ig =4 mA, f= 100 MHz 60 9.0
Stromverstérkung

Cab Leerlauf-Ausgangs- Uep =10V, Ig=0 f = 140 kHz 1,7 pF
kapazitat Uee =0, g =0, t = 140 kHz 3.0 pF

Cin Leerlauf-Eingangs- Ugg =05V, lg=10, f = 140 kHz 20 pF
kapazitat

n'Ce Follektor-Basis- Uegp =10V, Ig= =4 mA, =788 MHz B pE
Zeitkonstante

* Arbeitswerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungent min typ max Einh,

F Rauschfaktor Ueg =BV, lg=1mA, Rg = 400 Q, 3 dB

f = 60 MHz
¥pe Leistungsverstdrkung Uges =12V, lg = 6 maA, f= 200 MHz 15 18 dB
(nicht neutralisiert) (Bild 1)
Ps Oszillator-Ausgangsieistung Ugm = 16V, lg = 8 mA, = 500 MHz 30 50 mw
7 Kollektor-Wirkungsgrad (Bild 2 25 42 %

T Der 4. AnschluB (Geh#ause) ist frel fiir alle Messungen, ausgen. Leistungsverstarkung, denn
fir diesen Parameter ist der 4. AnschluB geerdet.

* JEDEC repgistriert.
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* MeBinformation

* Schaltung 05
c2
A4
L2
Vom 50-0-
Generator

Zum
60-2-Detektor

Bild 1 — 200 MHz Leistungsmessung (neutralisiert)

Meutralisation

Nach Abstimmung des Verstirkers auf normale Leistungsverstirkung werden die Ein- und Ausgangs-
verbindungen vertauscht und L2 auf min-Anzeige abgestimmt.

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis (iber dem Frequenzbereich, der abgestimmt werden soll,
&in absolutes Minimum herrscht

* Bauelemente

Ci:3—12 pF C6: 0,05 uF
C2 und C7: 1000 pF R1: 100 k2
C3: 1,5 bis 7,5 pF R2: 1 kQ

C4 und C5: 0,01 pF

L1: 3 Wdg.£ 16 AWG, 9,5 mm AuBen &, 13,8 mm lang
Windungsverhéltnis ca. 2 : 1

L2: 0,4 bis 0,65 xH, Miller 4303 (od. &hnlich)

L3: 8 Wdg.< 16 AWG, 3,18 mm Innen &, 11 mm lang,
Windungsverhiiltnis ca. 8 : 1

L4: HF-Drossel, 200 MHz

* JEDEC registriert.
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* MeBinformation

Schaltung 2086
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* Bild 2 — Oszillator-Ausgangsmessung bei 500 MHz

Bauelemente
C1 und C3 1000 pF

cg2 50pF
C4 75 pF
R1 2.2 k2

L1und L3  HF-Drossel, 500 MHz

L2 2Wdg. 16 AWG, 9.5 mm AuBen, 31 mm lang

L4 8 Wdg. 22 AWG, 4,76 mm AuBen@, 12,7 mm lang

Die doppelte Abstimm-Stichleitung besteht aus folgenden Teilen:
1 GR Typ 874 — D 20 abstimmbare Stichleitung

1 GR Typ 874 — LA abstimmbare Leitung

1 GR Typ 874 — WHN 3 KurzschluBischieber

2 GR Typ B74 TEE

* JEDEC registriert,

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



